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สัญลักษณ 
 

สัญลักษณ    ความหมาย   หนวย 
C   คาความจุไฟฟา     ฟารัด 
EC   พลังงานระดับความนํา    อิเล็กตรอน-โวลต 
ECD   ความกวางของระดับอะตอมผูให   อิเล็กตรอน-โวลต 
ECS   พลังงานระดับความนําที่สถานะผิว  อิเล็กตรอน-โวลต 
ED   พลังงานที่ระดบัอะตอมผูให   อิเล็กตรอน-โวลต 
EF   ระดับพลังงานเฟอรมิ    อิเล็กตรอน-โวลต 
EFSS   ระดับพลังงานระดับเฟอรมิทีส่ถานะผิว  อิเล็กตรอน-โวลต 
EI   พลังงานที่ระดบัครึ่งของแถบพลังงาน  อิเล็กตรอน-โวลต 
ES   พลังงานที่กําแพงศักย    อิเล็กตรอน-โวลต 
EV   พลังงานที่ระดบัวาเลนซ    อิเล็กตรอน-โวลต 
EVS   พลังงานที่ระดบัวาเลนซที่สถานะผิว  อิเล็กตรอน-โวลต 
EO   พลังงานที่ทําใหเคลื่อนที่จากออกซิเจนไปใน 

ช้ันแถบความนํา     อิเล็กตรอน-โวลต 
e-   ประจุของอิเล็กตรอน    คูลอมบ 
∆G   พลังงานที่ใชในการยอยสลายโมเลกุลออกซิเจน อิเล็กตรอน-โวลต 
IS   กระแสดิสชารจ     ไมโครแอมแปร 
σ    สภาพนําไฟฟา     (Ω -cm)-1 

ρ    สภาพตานทาน     -cm Ω

RS   ความตานทานแผน    /Ω  

iS   ความหนาแนนกระแสที่เปาสารเคลือบ  แอมปตอตารางเมตร 
j   ความหนาแนนกระแสที่ขั้วแคโทด  แอมปตอตารางเมตร 
K   คาคงที่ Lattice Scattering Mode (3π /8)  - 
K1   คาคงที่      - 
I   ระยะหางระหวางคูอิเล็กโทรด   เซนติเมตร 
N   ความหนาแนนของประจุทีส่ถานะผิว  (cm-3) 
N(E)   ความหนาแนนของระดับพลังงาน   (cm-3) 
ND   ความหนาแนนของผูใหในสาร   (cm-3) 
 
 

XV 



สัญลักษณ (ตอ) 
 

สัญลักษณ    ความหมาย   หนวย 
NS   ความหนาแนนของประจุบนผิว   (cm-3) 
nS   ความหนาแนนของประจุพาหะที่ผิว  (cm-3) 
P   ความดันกาซ     Kg/cm2

q                  ประจุไฟฟา     คูลอมบ 
R   คาความตานทานฟลมที่สภาวะปกต ิ  โอหม 
Rg   คาความตานทานฟลมในบรรยากาศกาซ  โอหม 
∆ R   คาความไวการตรวจจับ    - 
RH   คา Hall coefficient    cm3/C 
re   รัศมีแคโทด     เซนติเมตร 
S   สัมประสิทธิ์ในการสปตเตอรริง   - 
t                              ความหนา     มิลลิเมตร 
VH   แรงดันฮอลล     ไมโครแอมป 
VR   ความตางศักยระหวางขัว้ 1 และ 2    อังสตรอม 
T   อุณหภูม ิ     เคลวิน 
t                   เวลา      นาที 
XO   ความหนาแนนของชั้น Space charge  - 
ψ    ศักดาที่ Double layer    โวลต 
ψ S   ศักดาที่ผิวสัมผัสกับเนื้อสาร   โวลต 
ε    คาคงที่ไดอิเล็กตริก    - 
ε O   คาเพอรมิติวิตใีนอากาศ    F/cm 
µ H   คาความคลองตัวของพาหะ   cm2/V-s 
λ    ความยาวคลื่น     นาโนเมตร 
λ O   คา Mean free path    - 
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